
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　射出成形技術を用いて電子部品をパッケージングするデバイスであって、複数の部品（
１）がサブキャリア（３）の第１の面（２）上の所定の位置（４）に配置され、該サブキ
ャリア（３）は、導体路（５）、該電子部品（１）の接触面（７）と接続するための接触
パッド（６）、および外部接触パッドまたは接触バンプ（９）を第２の面（１０）上に提
供するスルーホール接続（８）を有し、該第２の面は、該第１の面（２）の反対側に存在
し、該サブキャリア（３）は、セラミック基板（１１）であり、該セラミック基板は、該
第１の面（２）の周縁領域（１２）において、第１の環状に配置された延性金属層（１３
）を有し、かつ、該第２の面（１０）の周縁領域（１２）において、第２の環状に配置さ
れた延性金属層（２１）を有する、デバイス。
【請求項２】
　前記第１および第２の環状に配置された延性金属層 、閉じた金属環を形成することを
特徴とする、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記第１の環状に配置された延性金属層（１３）は、中断部分を有することを特徴とす
る、請求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記接触バンプ（９）は、ハンダボールから製作されることを特徴とする、請求項１～
３の１つに記載のデバイス。
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【請求項５】
　前記セラミック基板（１１）は、複数層の基板であり、該基板の複数の層（１４、１５
、１６）は、異なった熱膨張係数を有し、中心部の内部セラミック層（１４）は、該隣接
する外部層（１５、１６）よりも高い熱膨張係数を有することを特徴とする、請求項１～
４の１つに記載のデバイス。
【請求項６】
　前記セラミック基板（１１）は、複数層の基板であり、該基板の複数の層（１４、１５
、１６）は、異なった弾性係数を有し、中心部の内部セラミック層（１４）は、該隣接す
る外部層（１５、１６）よりも高い弾性係数を有することを特徴とする、請求項１～５の
１つに記載のデバイス。
【請求項７】
　前記セラミック基板（１１）は、複数層の基板であり、内部応力を低減するために前記
セラミック層（１４、１５、１６）および金属層（１７、１８）を有することを特徴とす
る、請求項１～６の１つに記載のデバイス。
【請求項８】
　前記セラミック基板（１１）は、複数層の基板であり、前記セラミック層（１４、１５
、１６）、および導体路（５）と受動的素子とに構造化された金属層（１７、１８）を有
し、スルーホール接続（８）は、異なった金属層レベル（１７、１８、１９）における該
導体路と素子を選択的に互いに接続することを特徴とする、請求項１～７の１つに記載の
デバイス。
【請求項９】
　前記第１の環状に配置された延性金属層（１３）は、ハウジングの形を規定する射出成
形用具（２０）の配置領域に配置されることを特徴とする、請求項１～８の１つに記載の
デバイス。
【請求項１０】
　前記セラミック基板（１１）は、前記第２の面（１０）の周縁領域（１２）において、
環状に配置された溝（２２）をさらに有することを特徴とする、請求項１～９の１つに記
載のデバイス。
【請求項１１】
　前記溝（２２）は、前記射出成形用具（２０）の配置領域（２３）の内に配置されるこ
とを特徴とする、請求項１０に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記セラミック基板（１１）は、純度９６％以上の細粒状のＡｌ２ Ｏ３ から製作される
ことを特徴とする、請求項１～１１の１つに記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記セラミック基板（１１）は、純度９６％以上の細粒状のＡｌ２ Ｏ３ にＭｇＯを付加
して製作されることを特徴とする、請求項１～１２の１つに記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記セラミック基板（１１）は、純度９６％以上の細粒状のＡｌ２ Ｏ３ に、堆積したＺ
ｒＯ２ 粒子を付加して製作されることを特徴とする、請求項１～１３の１つに記載のデバ
イス。
【請求項１５】
　前記セラミック基板（１１）は、細粒状のステアタイトおよびフォルステライトの少な
くとも１つから製作されることを特徴とする、請求項１～１１の１つに記載のデバイス。
【請求項１６】
　前記セラミック基板（１１）は、細粒状の窒化アルミニウムから製作されることを特徴
とする、請求項１～１１の１つに記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記セラミック基板（１１）は、ガラスセラミック材料を含む、請求項１～１１の１つ
に記載のデバイス。
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【請求項１８】
　請求項１～１７の１つに記載のデバイスを用いて、電子部品をパッケージングする方法
であって、
　外部接触パッドまたは接触バンプ（９）を所定の位置において提供するために、導体路
（５）、接触パッド（６）およびスルーホール接続（８）を有し、第１の面および第２の
面を有するセラミック基板（１１）を提供するステップであって、該セラミック基板は、
該第１の面の周縁領域（１２）に第１の環状に配置された延性金属層（１３）を有し、か
つ、該第２の面の周縁領域（１２）に第２の環状に配置された延性金属層（２１）を有し
、該第１の環状に配置された延性金属層（１３）内に電子部品（１）を保有する、ステッ
プと、
　ハウジングの形を形成する射出成形用具（２０）を提供するステップと、
　該セラミック基板（１１）の該周縁領域（１２）において該第１の環状に配置された延
性金属層（１３）に該射出成形用具（２０）を気密状態でプレスするステップと、
　該射出成形用具（２０）と、部品（１）を保有する該セラミック基板（１１）の第１の
面（２）との間の空洞（２５）に樹脂成形材料（２４）を注入するステップと、
　該セラミック基板の第２の面の所定の位置において、外部接触パッドまたは接触バンプ
（９）を付与するステップと、
　成形されたハウジング（２６）を有する該電子部品（１）を個々に分離するステップと
　を包含することを特徴とする、方法。
【請求項１９】
　樹脂成形された部品（１）を個々に分離する際に、前記第１および第２の環状に配置さ
れた延性金属層を有する前記セラミック基板（１１）の前記周縁領域（１２）は分離され
ることを特徴とする、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記接触バンプ（９）は、ハンダボールを融解することによって製作されることを特徴
とする、請求項１８または１９に記載の方法。
【請求項２１】
　セラミック基板（１１）として、複数層の基板が用いられ、該基板の複数の層は、異な
った熱膨張係数を有し、中心部の内部セラミック層（１４）は、隣接する外部層（１５、
１６）よりも高い熱膨張係数を有することを特徴とする、請求項１８～２０の１つに記載
の方法。
【請求項２２】
　セラミック基板（１１）として、複数層の基板が用いられ、該基板の複数の層は、異な
った弾性係数を有し、中心部の内部セラミック層（１４）は、前記隣接する外部層（１５
、１６）よりも高い弾性係数を有することを特徴とする、請求項１８～２１の１つに記載
の方法。
【請求項２３】
　セラミック基板（１１）として、複数層の基板が用いられ、該基板は、内部応力を低減
するために、セラミック層（１４、１５、１６）および金属層（１７、１８）から製作さ
れることを特徴とする、請求項１８～２２の１つに記載の方法。
【請求項２４】
　セラミック基板（１１）として、複数層の基板が用いられ、該基板は、セラミック層（
１４、１５、１６）、および導体路（５）と受動的素子とに構造化された金属層（１７、
１８）から製作され、異なった金属層レベル（１７、１８、１９）における該導体路（５
）と該素子は、スルーホール接続（８）を用いて、選択的に互いに接続されることを特徴
とする、請求項１８～２３の１つに記載の方法。
【請求項２５】
　前記第１の環状に配置された延性金属層（１３）の材料として、延性銅合金が用いられ
ることを特徴とする、請求項１８～２４の１つに記載の方法。
【請求項２６】
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　前記銅合金は、直接的に銅をボンディングすることによって付与されることを特徴とす
る、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記第１の環状に配置された延性金属層（１３）の材料として、延性アルミニウム合金
が用いられることを特徴とする、請求項１８～２４の１つに記載の方法。
【請求項２８】
　前記第１の環状に配置された延性金属層（１３）の材料として、延性鉄／ニッケル合金
が用いられることを特徴とする、請求項１８～２４の１つに記載の方法。
【請求項２９】
　前記第１の環状に配置された延性金属層（１３）は、活性ハンダを用いて付与されるこ
とを特徴とする、請求項１８～２８の１つに記載の方法。
【請求項３０】
　前記セラミック基板（１１）の周縁領域（１２）において、前記第２の面（１０）上に
閉環状の延性金属層（３１）が該セラミック基板（１１）にさらに付与されることを特徴
とする、請求項１８～２９の１つに記載の方法。
【請求項３１】
　前記第２の面（１０）の前記セラミック基板（１１）の周縁領域（１２）において、該
セラミック基板（１１）に閉環状の溝（２２）がさらに機械加工されることを特徴とする
、請求項１８～３０の１つに記載の方法。
【請求項３２】
　前記セラミック基板（１１）は、純度９６％以上の細粒状のＡｌ２ Ｏ３ から製作される
ことを特徴とする、請求項１８～３１の１つに記載の方法。
【請求項３３】
　前記セラミック基板（１１）は、純度９６％以上の細粒状のＡｌ２ Ｏ３ にＭｇＯを付加
して製作されることを特徴とする、請求項１８～３２の１つに記載の方法。
【請求項３４】
　前記セラミック基板（１１）は、純度９６％以上の細粒状のＡｌ２ Ｏ３ に、堆積したＺ
ｒＯ２ 粒子を付加して製作されることを特徴とする、請求項１８～３３の１つに記載の方
法。
【請求項３５】
　前記セラミック基板（１１）は、細粒状のステアタイトおよびフォルステライトの少な
くとも１つから製作されることを特徴とする、請求項１８～３１の１つに記載の方法。
【請求項３６】
　前記セラミック基板（１１）は、細粒状の窒化アルミニウムから製作されることを特徴
とする、請求項１８～３１の１つに記載の方法。
【請求項３７】
　前記セラミック基板（１１）は、ガラスセラミック材料から製作されることを特徴とす
る、請求項１８～３１の１つに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、射出成形技術を用いて電子部品をパッケージングするデバイス、およびこのデ
バイスを用いて電子部品をパッケージングする方法に関する。
【０００２】
電子部品をパッケージングするこのようなデバイスは、サブキャリア（Ｚｗｉｓｃｈｅｎ
ｔｒａｅｇａｅｒ）の第１の面上の複数の電子部品に成形材料を流し込むために、ＣＳＰ
技術（Ｃｈｉｐ　Ｓｉｚｅ　Ｐａｃｋａｇｉｎｇ）において用いられる。この複数の部品
は、このために、サブキャリアの第１の面上の所定の位置に配置され、このサブキャリア
は、導体路（Ｌｅｉｔｅｒｂａｈｎｅｎ）、電子部品の極微の小さい接触面と接続するた
めの接触パッド（Ｋｏｎｔａｋｔａｎｓｃｈｌｕｓｓｆｌａｅｃｈｅｎ）、およびスルー
ホール接続（Ｄｕｒｃｈｋｏｎｔａｋｔ）を有する。このスルーホール接続は、サブキャ
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リアの第２の面上で導体路と接続され、この第２の面上の所定の位置において接触外部パ
ッドまたは接触バンプ（Ｋｏｎｔａｋｔｈｏｅｃｋｅｒ）が取り付けられる。この場合、
サブキャリアの第１の面の反対側に第２の面が配置される。
【０００３】
このようなデバイスにおいて、これらの素子が高周波用途または論理用途のために構築さ
れている場合、このサブキャリアは、いわゆるＢＧＡ素子（ボールグリッドアレイ）用の
、ガラス繊維によって強化されたエポキシド基板を含む。通常、サブキャリアの第１の面
上の半導体チップに配置される電子部品を損傷から守るために、射出成形法を用いてデバ
イス全体が樹脂で封止される。この射出成形法は、「トランスファー成形」として標準化
されている。この場合、サブキャリアは、高い負荷に耐えなければならない。なぜなら、
射出成形用具とサブキャリアとの間の継ぎ目を封止するために、デバイスの射出成形用具
およびサブキャリアが接合されるからである。ここでは、高い押し付け圧がサブキャリア
の周縁部に作用し、従って、サブキャリアと射出成形用具との間に樹脂材料が流れ出さな
い。
【０００４】
この標準プロセスは、射出成形プロセスにおいて必要とされる、射出成形用具とサブキャ
リアとの間の高い負荷により、セラミックが破損される危険が大きいため、サブキャリア
としてのセラミック基板に用いることはできない。しかしながら、これまで用いられた、
例えば、ガラス繊維によって強化されたエポキシド基板を含むサブキャリアは、ハンダ付
け工程等の製造工程およびさらなる処理工程の融解温度で、水分による膨れ（Ｆｅｕｃｈ
ｔｉｆｋｅｉｔｓｂｌａｓｅｎ )がガラス繊維で強化されたエポキシ樹脂基板の中で破裂
し、従って、電子部品を損傷する危険が生じる。
【０００５】
米国特許第５，２７０，２６２号公報から、サブキャリアは、特に、Ｏリング等のシール
素子を備えることが公知である。このシール素子は、樹脂材料で覆われた後、ふたたび除
去されなければならない。このような方法は経済的でないと思われる。なぜなら、標準プ
ロセスに加えさらなるプロセス工程が必要とされるからである。
【０００６】
本発明の課題は、従来技術の不利な点を克服し、セラミックを含むサブキャリア上に電子
部品を実装し、高度に自動化された射出成形法を用いてパッケージングするデバイスを提
供することである。さらに、本発明の課題は、対応するデバイスを使用して、電子部品を
パッケージングする方法を提供することである。
【０００７】
この課題は、独立請求項の具体的特徴を用いて解決される。本発明の好適な実施形態は、
従属請求項から明らかである。
【０００８】
そのために、サブキャリアはセラミック基板であり、この基板は、電子部品も配置されて
いる第１の面のその周縁領域において、環状に配置された延性の金属層も有する。この延
性の金属層を用いて、セラミック基板の周縁領域において、射出成形用具をはめ込み、周
縁領域をシールし得、ここで、セラミック基板の非平坦性は補償される。さらに、有利に
も、射出成形の後、電子部品をパッケージングするためのデバイスを分離する（ｖｅｒｅ
ｉｎｚｅｌｎ）際に、延性の金属層を有する周縁領域は容易に切り落とされ得る。
【０００９】
トランスファー成形の高度の自動化された標準プロセスにおいて、樹脂材料は、約１８０
℃の高温および約８ＭＰａの高圧で、デバイスのサブキャリア上に付与された空洞に向か
って注入される。このために、樹脂ハウジングを形成する空洞を有する射出成形用具は、
非密閉性、および空洞から樹脂材料が流れ出ることにつながり得る撓みおよび起伏を補償
するために、大きい力でサブキャリア上の付与されなければならない、ここで生じる高い
応力は、延性金属を用いるために、通常はもろいセラミックに損をもはやもたらさない。
なぜなら、延性金属は、可塑的に変形し、応力を低減するからである。同時に、セラミッ

10

20

30

40

50

(5) JP 3847166 B2 2006.11.15



ク基板の使用によりポップコーン効果が回避される。セラミック基板材料は大きい硬度お
よび剛性を有するが、延性金属層を通じて、射出成形用具の高い磨損が回避され、これは
、高度に自動化された標準プロセスのコストを下げる。
【００１０】
これらの理由から、電子部品を保護するために、セラミック基板を用いる際に使用される
金属キャップ、あるいは個別に各部品または部品群ごとに用いられる鋳型に流す液体エポ
キシ樹脂材料が放棄され得、樹脂材料で鋳固めされたＣＳＰ素子およびＭＣＰ素子（マル
チチップパッケージ）はセラミック基板を用いて経済的に製作される。
【００１１】
本発明のデバイスを用いて、セラミック基板を用いるＣＳＰ素子またはＭＣＰ素子を、セ
ラミック基板を破損することなく製造することが可能である。従って、同時に、高度に自
動化された標準プロセスの金属に特有の制限が克服されるので、素子は、有利に、トラン
スファー成形法によって、セラミック基板を用いて、信頼性および経済性をともなって樹
脂材料で被覆され得る。
【００１２】
さらに、このデバイスは、セラミック基板を含むサブキャリアを用いて、幅が狭い導体路
、比較的小さい接触接続および改良された電気的実行（ｅｌｅｋｔｒｉｓｃｈｅ　Ａｕｓ
ｆｕｅｈｒｕｎｇｅｎ）により、高い構造密度が達成され得るという利点を提供する。さ
らに、「ポップコーン効果」が完全に回避され、例えば、接触外部パッド（Ｋｏｎｔａｋ
ｔａｕｓｓｅｎａｎｓｃｈｌｕｓｓｆｌａｅｃｈｅｎ）を後から取り付けるか、または接
触バンプをハンダ付けする際に、多孔性の樹脂基板において、吸収された水分子による損
害が発生しない。さらに、セラミック基板は、電子素子用の基板を通る放熱が改善される
という利点を有するので、さらなる冷却デバイスが節約され得る。最後に、セラミック基
板は、対応して調製されたセラミック層間のセラミック基板において、抵抗器、誘導構造
およびコンデンサといった集積された受動的構造を有する多層素子を実現する可能性を提
供する。
【００１３】
本発明の実施形態において、環状に配置された金属層は、閉金属環を形成する。閉金属環
の利点は、樹脂材料の注入中にセラミック基板と射出成形用具との間に環状のシールが達
成され得ることの信頼性である。
【００１４】
本発明のさらなる実施形態において、環状に配置された金属層は中断部分を有する。この
中断部分は、樹脂材料を注入する場合、この樹脂材料がこの中断部分内で凝固するように
狭い幅で形成される。これは、基板および金属層の異なった広がりによって生じる応力の
、より有利な分散が達成され得るという利点を有する。中断部分は、環状に配置された金
属層が、環状の構成に横向きに位置合せされる、直線に並べられた複数の金属帯から構成
されるように配置され得る。
【００１５】
本発明の別の実施形態において、セラミック基板の第２の面から突き出る接触バンプがハ
ンダボールから製作される。これらのハンダボールは、電子部品を射出成形した後に始め
て、セラミック基板の第２の面上の所定の位置に付与される。
【００１６】
本発明のさらなる実施形態において、セラミック基板は複数層（ｍｅｈｒｓｃｈｃｈｔｉ
ｇ）の基板であり、その複数の層は、異なった熱膨張係数を有する。ここで、中心部の内
部セラミック層は、隣接する外部層よりも高い熱膨張係数を有する。従って、高度に自動
化された射出成形プロセスにおいて、負荷よりも高い基板の抵抗力を達成することは有利
である。すなわち、射出成形プロセスにおいて、表面の実質的に有効な引張り応力が低減
される。
【００１７】
外部層の膨張係数は、この実施形態においては中心部の内部層の膨張係数よりも小さいた
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め、ほぼ応力のない状態になる焼結温度の冷却時に、外部層に圧力応力（Ｄｒｕｃｋｓｐ
ａｎｎｕｎｇ）および内部領域に引張り応力が生じる。従って、外部層における圧力応力
は、射出成形の際に有効な引張り応力によって表面の負荷を低減する。
【００１８】
本発明のさらなる実施形態において、セラミック基板は複数層（ｍｅｈｒｓｃｈｃｈｔｉ
ｇ）の基板であり、その複数の層は、異なった弾性係数を有する。ここで、中心部の内部
セラミック層は、隣接する外部層よりも高い弾性係数を有する。表面に近い領域において
、セラミックの撓み易さ（Ｎａｃｈｇｉｅｂｉｇｋｅｉｔ）が局所的に高く、射出成形用
具を載せる際に最大の変形が生じるために、この表面に近い領域において発生する応力は
低減される。低応力にもかかわらず場合によって形成され、表面から始まって中心にまで
広がる亀裂は、内部の中心層への遷移で停止する。さらなる処理工程のために必要とされ
る、結合の強度（Ｆｅｓｔｉｇｋｅｉｔ）および剛性（Ｓｔｅｉｆｉｇｋｅｉｔ）は、高
い強度および高い弾性係数を有する内部の中心層によって有利に保証される。
【００１９】
本発明のさらなる実施形態において、セラミック基板は複数層（ｍｅｈｒｌａｇｉｇ）基
板であり、内部応力を低減するためのセラミック層および金属層を有する。その結果、シ
ステム全体の剛性が有利に低減され、従って、セラミック基板が破損する危険が低減され
る。
【００２０】
本発明のさらなる実施形態において、セラミック基板は複数層（ｍｅｈｒｌａｇｉｇ）基
板であり、セラミック層、および導体路と受動的素子とに構造化された金属層を有する。
ここで、スルーホール接続は、異なった金属層レベルにおいて金属線（Ｍｅｔａｌｌｂａ
ｈｎ）と素子を選択的に互いに接続する。このようなセラミック基板を用いて、多層素子
が有利に実現され得る。ここで、個々の金属層における抵抗器、誘導構造およびコンデン
サといった受動的構造が、セラミック基板の焼結の際に生成される。
【００２１】
本発明による、環状に構成された延性の金属層は、ハウジングの形態を規定する射出成形
用具を載せる領域に配置されるので、有利にも、射出成形用具は、硬質のセラミック基板
に直接的には触れず、従って、従来のセラミック基板よりも磨損が少ない。これは、射出
成形用具がセラミック基板とではなく、延性金属層とのみ接触し、このことは、射出成形
用具のより長い耐用期間と結びつくからである。
【００２２】
同時にシール作用も有する延性金属層は、十分に厚く寸法調整されなければならない。し
かしながら、このことは、金属層を付与する際にセラミック基板が歪められる危険と結び
ついている。このような不利な作用を補償するために、セラミック層に、第２の面のその
周縁部分において、環状に配置された延性の閉金属層がさらに提供される。さらに、セラ
ミックが負荷過重された場合の予定破損箇所を、セラミック基板の危険のない周縁領域に
おいて提供するために、セラミック基板は、第２の面のその周縁領域において、環状に配
置される溝をさらに有し得る。この溝は、射出成形用具を載せる領域内にあり、従って、
活性電子半導体構造の内部領域において応力を有利に低減する。その結果、溝自体の領域
における局所的応力は確かに高くはなるが、この溝は、セラミックにおける、負荷による
亀裂が周辺領域においてのみ発生し、電子部品のために利用可能な面においては発生しな
いようにする。
【００２３】
セラミック基板の材料として、純度≧９６％の細粒状のＡｌ２ Ｏ３ が用いられる。この酸
化アルミニウムは、良好な電気特性と機械特性の組み合わせ、ならびに比較的安い価格お
よびその利用可能性ゆえに、電子部品をパッケージングする、本発明によるデバイスにと
って最も適したセラミック基板材料である。薄膜技術にも用いられるように、標準寸法で
は、Ａｌ２ Ｏ３ は比較的安い価格で利用可能である。確かに、Ａｌ２ Ｏ３ の弾性係数は比
較的高く、その結果、射出成形の際に、セラミック基板に高い応力が誘導されるが、金属
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の強度が高いために、この高い応力は甘受され得る。さらに、上述のように、応力のピー
ク（Ｓｐａｎｎｕｎｇｓｓｐｉｔｚｅｎ）は、対応して基板を複数層にすることによって
、特に、好適にセラミック基板の第２の面上に溝を提供することによってさらに低減され
得る。
【００２４】
セラミックの細粒状は、Ａｌ２ Ｏ３ にＭｇＯを添加することによって改良され得る。なぜ
なら、酸化マグネシウムはＡｌ２ Ｏ３ セラミックの中で粒子成長抑制因子（Ｋｏｒｎｗａ
ｃｈｓｔｕｍｓｉｎｈｉｂｉｔｏｒ）として作用し、その結果、異常な粒子成長によって
セラミック基板粒子が過剰に大きくなり、および不均質性が過剰に大きくなる。堆積した
（ｅｉｎｇｅｌａｇｅｒｔ）ＺｒＯ２ 粒子を付加することによって、部分的に安定したＺ
ｒＯ２ セラミックに関して公知および典型的なメカニズムは、酸化アルミニウムセラミッ
クにも転用可能になる。この場合、適切なプロセス技術処置によって、ＺｒＯ２ 粒子の微
細構造は単斜晶形であるだけでなく、さらに、室温で準安定の四角形の位相をとるように
調整される。このＺｒＯ２ の四角形の位相は、まず、亀裂の先端の周辺における応力界の
影響下で、マルテンサイトに関して安定した単斜晶形に変わる。これは、体積の増加と結
びついており、圧力応力を生成する。この圧力応力は、亀裂の拡大に対して責任を負う引
張り応力界を局所的に回避し、従って、沈積したＺｒＯ２ 粒子を有する酸化アルミニウム
セラミックにおいて亀裂の拡大を回避する。
【００２５】
本発明の実施形態において、細粒状のステアタイト（Ｓｔｅａｔｉｔ）および／またはフ
ォルステライトを含むセラミック基板が製作される。ステアタイトおよびフォルステライ
トの分子構造に基づいて、熱伝導率は酸化アルミニウムの場合よりも低いが、同時に弾性
係数も低いので、この材料は、高度に自動化された方法におけるハウジングの射出成形の
ために全く適切であるようである。
【００２６】
セラミック基板として、細粒状の窒化アルミニウムも用いられ得る。特に、窒化アルミニ
ウムは高い熱伝導率を達成し、その機械特性は、酸化アルミニウムの機械特性に匹敵し得
るためなおさらである。さらに、窒化アルミニウムに関しては半導体シリコンにより近い
、低い熱膨張率は、たいていの用途にとってさらなる利点であり得る。しかしながら、セ
ラミック基板の反りおよび歪みをわずかになるために、セラミック基板の熱膨張係数が樹
脂射出成形材料の大きさの範囲内にあるならば、それは射出成形にとっては、より有利で
あるようである。
【００２７】
これは、セラミック基板としてガラスセラミック材料を用いることによって達成され得る
。このようなガラスセラミック材料は、例えば、酸化アルミニウム等のセラミックの他に
、ガラスを含む。ここで、低温ガラスセラミック材料の場合には、高温ガラスセラミック
材料の場合よりもガラスが占める割合が高い。このような低温ガラスセラミック材料は、
ガラス含有量が比較的高いため、対応して、８５０～１０００℃の比較的低い温度で焼結
され得る。
【００２８】
しかしながら、ガラスセラミック材料に基づくこれらの材料系は、ガラス成分とセラミッ
ク成分の混合比率の構成を最適化することによって、電子部品をパッケージングするデバ
イス用に基板特性を合わせることができる。従って、ガラスセラミックの膨張係数は、樹
脂材料の膨張係数に適合され得、これによって純Ａｌ２ Ｏ３ セラミックと比較して、定期
的な温度変化に対するより高い抵抗力が獲得され得る。
【００２９】
上述のデバイスを用いて電子部品をパッケージングする方法は、以下の方法工程を特長と
する：
接触バンプを所定の位置に取り付けるために、導体路、接触パッドおよびスルーホール接
続を有するセラミック基板を提供する工程であり、このセラミック基板は、その周縁領域
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に延性金属層を有し、その延性金属層内に電子部品を有する工程、
ハウジングの形を形成する射出成形用具を提供する工程、
セラミック基板の周縁領域において環状に配置された延性の金属層に射出成形用具を気密
にして押し付ける工程、
射出成形用具と、部品を有するセラミック基板の第１の面との間の空洞に樹脂成形材料を
注入する工程、
セラミック基板の第２の面の所定の位置に接触バンプを付与する工程、
鋳つけたハウジングを有する電子部品を分離する工程。
【００３０】
この方法は、今や、高度に自動化された標準プロセス、すなわち、いわゆるトランスファ
ー成形を用いて、セラミック基板上の電子部品が射出成形材料で包み込まれ得るという利
点を有する。これによって、基板が高温および圧縮負荷を有するために、ガラス繊維によ
って強化されたエポキシ基板材料またはポリイミド基板材料のみが使用される従来の技術
に対して、今や、特に、基板の周縁領域において延性金属層を有する、本発明によるセラ
ミック基板の構造化に基づいて、射出成形用具が気密にしてセラミック基板上に載せられ
得、延性金属層と射出成形用具との間のこのシールは、約８ＭＰａもの高圧に耐えること
が可能である。
【００３１】
セラミック基板を用いて、より幅の狭い導体路およびより小さいスルーホール接続部分が
使用可能であることによって、エポキシ基板材料またはポリイミド基板材料よりも高い構
造密度が実現され得る。さらに、この方法を用いて、特に、鋳固めが完了した部品におけ
る接触バンプにハンダボールをハンダ付けする際に効果をもたらす、樹脂基板について公
知の「ポップコーン効果」が克服される。なぜなら、セラミック基板は、従来の樹脂基板
とは対照的に、対応する高温で焼結され、従って、吸収される湿気をもはや含まないから
である。この方法のさらなる利点は、射出成形用具の磨損が延性金属層によってわずかに
なることである。これは、この用具が硬質のセラミック基板の表面と摩損させる接触を被
らないからである。
【００３２】
従来の方法においても、樹脂製のサブキャリアの周縁領域は、電子部品を分離する際に分
離されて除かれるため、付与された延性金属備える周縁領域を有する本発明による方法に
おいても、方法の実施において、これらの周縁領域は、プロセスの終了時に、電子部品を
分離する際に、分離されて除かれる。
【００３３】
セラミック基板として、方法をさらに実施する際に、複数層の基板が用いられ得る。この
基板の複数の層は、異なった熱膨張係数を有し、少なくとも１つの中心部の内部セラミッ
ク層が、隣接する外部層よりも高い熱膨張係数を有するようにされる。異なった膨張係数
を有する複数層の基板を使用することは、射出成形工程において高いプロセス圧（Ｖｅｒ
ｆａｈｒｅｎｓｄｒｕｅｃｋｅ）を適用する場合にセラミック基板が破損する危険が低減
される利点を有する。これは、隣接する外部層において、焼結後、セラミック基板を冷却
する際に圧力応力が誘導され、注入工程の間、およびさらなる熱に関する後処理の間、引
張り応力のもとで亀裂が形成される危険が低減されるからである。
【００３４】
方法のさらなる実施において、セラミック基板として、複数層の基板が用いられる。この
基板の複数の層は、異なった弾性係数を有し、中心部の内部セラミック層は、隣接する外
部層よりも高い弾性係数を有する。セラミック基板におけるこの層の連続は、上述の利点
を有し、注入工程においてセラミック基板が破損する危険を低減する。
【００３５】
類似の作用は、セラミック基板を構成する際に構造化された金属層を中間に挿入すること
によって達成され得、従って、その金属層は、内部応力を低減することに貢献する。
【００３６】
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本発明による方法には、複数層のセラミック基板も用いられ得る。ここで、セラミック層
の他に、導体路機能および受動的素子の機能を引き受ける構造化された金属層が基板に存
在する。基板の外部金属層と接続するために、さらに、この複数層のセラミック基板にお
ける異なったセラミック層を通るスルーホール接続が提供される。ここで、セラミック基
板またはセラミック層として、ガラスセラミックも使用される。
【００３７】
延性金属層を付与するため、めっき技術が用いられる。このめっき技術の場合、延性材料
は帯状の形で付与される。別の好適な金属層の積層方法は、シルクスクリーン法（Ｓｉｅ
ｂｄｒｕｃｋｖｅｒｆａｈｒｅｎ）およびステンシル印刷法（Ｓｃｈａｂｌｏｎｅｎｄｒ
ｕｃｋｖｅｒｆａｈｒｅｎ）であり、これらの方法は、多数のセラミック基板の周縁部に
、自動化された方法で、金属層が付与され得るという利点を有する。
【００３８】
環状に配置された延性の金属層に延性の銅合金が用いられる場合、直接的に銅をボンディ
ングする工程が用いられ得る（ＤＣＢ法）。これは、特に、酸化アルミニウム基板に適用
され得る。
【００３９】
鉄／ニッケル合金も、延性の閉環状金属層として用いられ得る。これは、特に、場合によ
っては、非常に軟質のアルミニウム合金の場合にも発生し得るような、射出成形用具に金
属の残滓がたまることがないという利点を有する。
【００４０】
延性金属層を付与するさらなる方法の変形は、活性ハンダ（Ａｋｔｉｖｌｏｅｔｅｎ）で
ある。この方法の場合、セラミックと反応する添加剤を有するマスク（Ｋａｓｃｈｉｅｒ
ｕｎｇ）がハンダ付けされる。
【００４１】
本発明による方法のさらなる実施例は、第２の面の周縁領域におけるセラミック基板上に
、さらなる環状に配置された延性の金属層が付与されることにある。この方法工程を用い
て、場合によっては起こりうる第１の面の歪みが、この第１の面に環状に配置された金属
層が取り付けられることによって有利に補償される。さらに、第２の面上のセラミック基
板の周縁領域において、閉環状の溝がはめ込まれ得る。この方法工程を用いて、周縁領域
において予定破損箇所が生じ、この予定破損箇所が、亀裂がセラミック基板の周縁領域か
ら中心部の中間領域に延びることを回避することが保証される。
【００４２】
セラミック基板の材料については、詳細に述べられた。この材料と結びついた利点は、対
応する方法工程にも転用可能であるので、本明細書中でさらには説明されない。
【００４３】
本発明の実施形態は、次に、添付の図面を用いて詳細に説明される。
【００４４】
図１ａは、本発明の実施形態に対応する射出成型技術を用いて、電子部品をパッケージン
グするデバイスの斜視図を示す。これには、複数の部品１がセラミック基板１１の第１の
面２上の所定の位置４に配置される。セラミック基板１１は、図４に示される導体路５、
接触面６およびスルーホール接続８を有する。ここで、本発明の実施形態において、セラ
ミック基板１１の周縁部１２には、第１の面２上に環状に配置された延性の金属層１３、
および第１の面２の反対側にある第２の面１０上に、環状に配置されたさらなる延性の金
属層２１が配置される。これらの環状に配置された金属層１３および２１は、図１ａの実
施形態において、閉金属環３４として形成されうる。延性金属層１３、２１の、この対称
的な構成によって、セラミック基板１１の延性金属層１３、２１を付与する際の引きつり
および反りは有利に回避される。
【００４５】
セラミック基板１１は、図１ａに示されるように、複数のセラミック層１４、１５および
１６から構成され得る。これらの複数のセラミック層間に、構造化された金属層１７およ
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び１８が配置され得る。異なった金属層レベル１７、１８および１９は、導体路と受動的
素子とに構造化され得、スルーホール接続８を通じて、図４に示されるように、互いに接
続され得る。電子部品は、図４に見出されるように、接触面７を有する。この接触面は、
接触接続面を介してセラミック基板１１上で導体路１９と接続される。この接続は、フリ
ップチップ技術または、図４に示されるように、ワイヤーボンディング（Ｂｏｎｄｄｒａ
ｈｔｖｅｒｂｉｎｄｕｎｇ）２７を用いて実現され得る。本実施形態において、半導体チ
ップを含む電子部品１の各々は、各々のチップ上にこのような複数の接触面７を有し、そ
れに応じて、導体路レベル１９の領域において、セラミック基板１１上の接触接続面６へ
の複数の接続を有する。
【００４６】
図１ｂは、本発明の１実施形態を示す。ここでは、応力は、サブキャリアまたはセラミッ
ク基板の第１の面２および第２の面１０上に環状に閉じた金属コーティングを付与するこ
とによって補償されるのではなく、中断部分３３が提供された、環状に配置された金属層
１３によってより有利に分散される。中断部分３３は幅狭く形成され、図２および図３に
見出されるように、樹脂材料を射出成型用具２０と、セラミック製のサブキャリア３との
間に注入する際に、図４に見出されるような樹脂材料２４が中断部分３４の範囲内で凝固
するようにする。中断部分３３は、直線に並べられた複数の金属帯３５から、環状に配置
された金属層１３が構成され、この環状の配置を横切るように配置され得る。
【００４７】
セラミック基板１１は引張り応力に対して極めて敏感であり、従って、セラミック基板１
１の周縁領域１２において高い圧縮負荷を有する射出成型技術は、セラミック基板１１を
破損させ得るので、射出成型技術を用いて電子部品をパッケージングする、本発明のデバ
イスにおいて、環状に配置される延性の金属層１３が提供される。この金属層には、図２
および図３に見出されるように、射出成型用具２０がはめ込まれ、従って、比較的硬いセ
ラミック基板の非平坦性は補償される。このような非平坦性は、従来のセラミック基板に
おいては５～１００μｍの範囲内であるので、延性の閉環状の金属層は、例えば、４０×
４０ｍｍ２ の面を有するセラミック基板の、この非平坦性を補償するために、５０～２５
０μｍの厚さで全く十分である。図３に見出されるような、たとえば、セラミック層間に
おける異なった構造を有する金属層に受動的素子構造を有し得る方形のセラミック基板の
場合、射出成型用具を載せる領域において、周縁領域１２において、サブキャリア３また
はセラミック基板１１の第２の面１０上のセラミック基板に環状溝がさらにはめ込まれる
。このような環状溝は、予定破損箇所（Ｓｏｌｌｂｒｕｃｈｓｔｅｌｌｅ）のように作用
し、周縁領域において、セラミックの中に負荷軽減亀裂（Ｅｎｔｌａｓｔｕｎｇｓｒｉｓ
ｓｅ）を形成するので、素子１を載せているセラミック面の方向には負荷軽減亀裂は出現
しない。
【００４８】
図２は、射出成型用具２０が載せられた、本発明の実施形態によるデバイスの、部分的断
面の部分図である。セラミック基板１１の寸法または厚さは、この図２の図示では大きく
拡大される。セラミックの厚さは、この単層の実施形態においては、１００～６００μｍ
であり、セラミック基板１１の周縁領域１２における延性金属層１３および２１は、５０
～２５０μｍである。複数層のセラミック基板の場合、その厚さは層の数に対応して、単
層の実施形態の数倍であるので、内部に受動的素子を有するセラミックは、１０００μｍ
の厚さにまで達し得る。基板上を押し付ける際に、この延性の金属層の中に用具２０がは
め込まれ得、従って、セラミック基板１１の非平坦性、起伏および他の表面欠陥は補償さ
れ得る。同時に、拡大された尺度の図２は、負荷軽減する環状溝２２を閉める。この環状
溝は、周縁領域１２において、サブキャリア３またはセラミック基板１１の下方の面、ま
たは第２の面１０にはめ込まれる。
【００４９】
図３は、射出成型用具２０が載せられた、本発明のさらなる実施形態を示し、サブキャリ
ア３またはセラミック基板１１の、素子１を載せている第１の面２上に空洞２５が見出さ
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れる。この空洞に、約８ＭＰａの圧力のもとで樹脂材料が矢印方向Ａに流し込まれる。射
出成型技術を用いて電子部品１をパッケージングするためにデバイスの周縁部を気密を保
持（ｄｉｃｈｔｈａｌｔｅｎ）しておくために、環状に配置された延性の金属層１３上に
射出成型用具２０が矢印方向Ｂに押し付けられ、従って、空洞２５は密閉されるので、樹
脂材料２４は流れ出し得ない。電子部品１とセラミック基板１１との厚さの比率は、図３
に図示する都合上、事実に忠実に再現されていない。電子部品１は、実質的に、１００～
５００μｍの厚さの、集積回路を載せている半導体チップから構成される一方で、セラミ
ック基板１１は、１００から１０００μｍにまで及ぶ範囲の厚さを有する。セラミック基
板１１の反りも、問題を明確にするために拡大して図示される。
【００５０】
図４は、電子部品１をパッケージングし、所定の位置においてハンダボール３０を少し溶
かして接触バンプ９にした後、周縁領域１２の幅ｂの鋸刃２８を用いて切り離すことを示
す。
【００５１】
射出成形用具は、この図４の図示においては、すでに除去され、樹脂材料２４は冷却およ
び凝固されて、電子部品１の保護ハウジングを形成する。射出成形工程において、樹脂材
料は、すべての空洞に進入し、導電性コンポーネント間に絶縁層を形成する。図４に明瞭
に示されるように、図示されない集積回路は、電子部品１の半導体チップがワイヤーボン
ディング２７を用いて半導体チップ上の接触面７を介してセラミック基板上の接触接続面
６と、およびセラミック基板の第１の面上の導体路２がスルーホール接続８を介してサブ
キャリア３またはセラミック基板の第２の面１０上の導体路６と接続されて配線される。
ここで、セラミック基板１１の第２の面１０上の導体路６の末端領域３１において、ハン
ダ接触面は接触バンプを受け取る。この接触バンプ９は、ハンダボール３０を少し溶かす
ことによってハンダ接触面２９上に形成される。このようにして、次に、射出成形技術を
用いて電子部品をパッケージングするデバイスをばらばらにすると、所定の位置に配置さ
れた接触接続面または接触バンプ９を有する個々の部品が生成される。接触接続面または
接触バンプは、セラミック基板１１の第２の面１０上の射出成形ハウジング上に配置され
る。
【図面の簡単な説明】
【図１ａ】　図１ａは、射出成形技術を用いて電子部品をパッケージングするデバイスの
斜視図において、本発明の実施形態を示す。
【図１ｂ】　図１ｂは、射出成形技術を用いて電子部品をパッケージングするデバイスの
斜視図において、本発明の実施形態を示す。
【図２】　図２は、射出成形用具が載せられた、本発明の実施形態によるデバイスの部分
的断面の部分図を示す。
【図３】　図３は、射出成形用具が載せられた、本発明のさらなる実施形態を示す。
【図４】　図４は、電子部品１をパッケージングし、所定の位置においてハンダボール３
０を少し溶かして接触バンプにした後の周縁領域の切り離しを示す。
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【 図 １ Ａ 】

【 図 １ Ｂ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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